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(57)摘要

本发明涉及一种基于微动开关或光耦控制

的单火线取电电路，其技术特点在于：包括高压

分压单元、微动开关光耦单元、NMOS控制单元和

PMOS控制单元；所述高压分压单元用于将市电进

行分压，其输出端通过微动开关光耦单元将分电

压连通至NMOS控制单元，并控制NMOS控制单元的

导通；所述NMOS控制单元的输出端与PMOS控制单

元相连接，用于进一步引导PMOS控制单元的连

通。本发明避免了灯具的鬼火现象。
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1.一种基于微动开关或光耦控制的单火线取电电路，其特征在于：包括高压分压单元、

微动开关光耦单元、NMOS控制单元和PMOS控制单元；所述高压分压单元用于将市电进行分

压，其输出端通过微动开关光耦单元将分电压连通至NMOS控制单元，并控制NMOS控制单元

的导通；所述NMOS控制单元的输出端与PMOS控制单元相连接，用于进一步引导PMOS控制单

元的连通；

所述微动开关光耦单元包括第一微动开关S1、第一电容C1和第一光耦U1；所述第一微

动开关S1和第一电容C1以及第一光耦U1的检测端并联后连接到NMOS控制单元内第一NMOS

管Q1的G端；

所述NMOS控制单元包括第三电阻R3、第二电容C2、第一NMOS管Q1、第四电阻R4和第五电

阻R5；所述第三电阻R3和第二电容C2并联后分别连接到第一NMOS管Q1的G端和地端；所述第

四电阻R4的两端分别与系统的取电高压正极和第一NMOS管Q1的D端相连接；该第一NMOS管

Q1的D端还与PMOS控制单元的第二PMOS管Q2的G端相连接；所述第五电阻R5的两端分别与第

一NMOS管Q1的S端和地端相连接。

2.根据权利要求1所述的一种基于微动开关或光耦控制的单火线取电电路，其特征在

于：所述高压分压单元包括第一电阻R1和第二电阻R2；第一电阻R1和第二电阻R2串联在高

压回路中，第一电阻R1和第二电阻R2连接端与微动开关光耦单元的第一微动开关S1的一端

相连接，第一微动开关S1的另一端与NMOS控制单元内第一NMOS管Q1的G端相连接。

3.根据权利要求1所述的一种基于微动开关或光耦控制的单火线取电电路，其特征在

于：所述PMOS控制单元包括第二PMOS管Q2，该第二PMOS管Q2的S端和D端分别串联到取电回

路的正负电压端。
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一种基于微动开关或光耦控制的单火线取电电路

技术领域

[0001] 本发明属于电子技术领域，尤其是一种基于微动开关或光耦控制的单火线取电电

路。

背景技术

[0002] 目前,市场上智能开关的取电方式需要通过单火线取电，采用单火取电方案，当关

灯时，需要窃取一定的电流，而现在普遍使用节能灯具——节能灯、LED灯等，由于固有的取

电方式，窃取的电流如果过大会造成灯具产生鬼火(闪烁)。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于克服现有技术的不足，提供一种基于微动开关或光耦控制的单

火线取电电路，可有效控制取电回路的形成，进而消除鬼火现象的产生。

[0004] 本发明解决其技术问题是采取以下技术方案实现的：

[0005] 一种基于微动开关或光耦控制的单火线取电电路，包括高压分压单元、微动开关

光耦单元、NMOS控制单元和PMOS控制单元；所述高压分压单元用于将市电进行分压，其输出

端通过微动开关光耦单元将分电压连通至NMOS控制单元，并控制NMOS控制单元的导通；所

述NMOS控制单元的输出端与PMOS控制单元相连接，用于进一步引导PMOS控制单元的连通。

[0006] 而且，所述高压分压单元包括第一电阻R1和第二电阻R2；第一电阻R1和第二电阻

R2串联在高压回路中，第一电阻R1和第二电阻R2连接端与微动开关光耦单元的第一微动开

关S1的一端相连接，第一微动开关S1的另一端与NMOS控制单元内第一NMOS管Q1的G端相连

接；

[0007] 而且，所述微动开关光耦单元包括第一微动开关S1、第一电容C1和第一光耦U1；所

述第一微动开关S1和第一电容C1以及第一光耦U1的检测端并联后连接到NMOS控制单元内

第一NMOS管Q1的G端。

[0008] 而且，所述NMOS控制单元包括第三电阻R3、第二电容C2，第一NMOS管Q1、第四电阻

R4和第五电阻R5；所述第三电阻R3和第二电容C2并联后分别连接到第一NMOS管Q1的G端和

地端；所述第四电阻R4的两端分别与系统的取电高压正极和第一NMOS管Q1的D端相连接；该

第一NMOS管Q1的D端还与PMOS控制单元的第二PMOS管Q2的G端相连接；所述第五电阻R5的两

端分别与第一NMOS管Q1的S端和地端相连接。

[0009] 而且，所述PMOS控制单元包括第二PMOS管Q2，该第二PMOS管Q2的S端和D端分别串

联到取电回路的正负电压端。

[0010] 本发明的优点和积极效果是：

[0011] 1、本发明提出一种单火取电回路的控制电路，可有效控制取电回路的形成，当灯

具处于稳定状态时，取电回路失效，此时除了灯具主回路外，其他回路并不形成，因此没有

额外电流流过灯具，有效消除了鬼火现象。

[0012] 2、本发明提供的用于智能墙壁开关中单火取电的取电回路控制电路，其使用较为
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简单的器件便可达到使用普通的微动开关或光耦控制取电回路中的强电电路的效果。用户

通过按动微动开关或者通过无线模块IO驱动光耦，此时高压分压后的低压接入到NMOS管的

控制端，控制NMOS管导通，PMOS管从而一块导通，此时单火取电回路才会形成，本发明有效

控制了灯具在关闭状态下的漏电流的产生，从而避免了灯具的鬼火现象。并且因为采用微

动开关而提升了用户的按动体验。

附图说明

[0013] 图1为本发明的基于微动开关或光耦控制的单火线取电电路的拓扑图；

[0014] 图2为本发明的基于微动开关或光耦控制的单火线取电电路的电路图。

具体实施方式

[0015] 以下结合附图对本发明实施例作进一步详述：

[0016] 一种基于微动开关或光耦控制的单火线取电电路，主要优点在于可以使用微动开

关或光耦控制高压电路，如图1所示，包括高压分压单元1、微动开关光耦单元2、NMOS控制单

元3和PMOS控制单元4；所述高压分压单元用于将市电进行分压，其输出端通过微动开关光

耦单元将分电压连通至NMOS控制单元，并控制NMOS控制单元的导通；所述NMOS控制单元的

输出端与PMOS控制单元相连接，用于进一步引导PMOS控制单元的连通。

[0017] 在本实施例中，所述高压分压单元1将220VAC分压为10VAC左右电压，微动开关光

耦单元2用于连通分压电压到NMOS控制单元3，可以控制NMOS的导通，最终引导PMOS控制单

元4的连通。以此达到微动开关或光耦控制高压回路的目的，也即是对取电回路的控制目

的。

[0018] 如图2所示，所述高压分压单元包括第一电阻R1和第二电阻R2；第一电阻R1和第二

电阻R2串联在高压回路中，第一电阻R1和第二电阻R2连接端与微动开关光耦单元的第一微

动开关S1的一端相连接，第一微动开关S1的另一端与NMOS控制单元内第一NMOS管Q1的G端

相连接。

[0019] 在本实施例中，所述第一电阻R1的一端与AC220V连接，另一端与第二电阻R2的一

端相连接，该第二电阻R2的另一端接地；所述第一电阻R1和第二电阻R2连接端J与微动开关

光耦单元的第一微动开关S1的一端相连接。

[0020] 如图2所示，所述微动开关光耦单元包括第一微动开关S1、第一电容C1和第一光耦

U1；所述第一微动开关S1和第一电容C1以及第一光耦U1的检测端(pin4,pin5)并联后连接

到NMOS控制单元内第一NMOS管Q1的G端(栅极)。

[0021] 在本实施例中，所述微动开关光耦单元包括第一微动开关S1、第一电容C1和第一

光耦U1；所述第一光耦U1包括发光二极管和光敏三极管；所述第一微动开关S1的两端分别

和第一电容C1的两端相连接，该第一微动开关S1的两端还分别与第一光耦U1内光敏三极管

的集电极(pin5)和发射极(pin4)相连接；所述第一光耦U1内发光二极管的阳极(pin1)与第

六电阻R6的一端相连接，该第六电阻R6的另一端与DC3 .3V相连接；该发光二极管的阴极

(pin2)与Zib_io端口相连接；所述第一微动开关S1和第一电容C1以及第一光耦U1的检测端

(pin4,pin5)并联后连接到NMOS控制单元内第一NMOS管Q1的G端(栅极)。

[0022] 如图2所示，所述NMOS控制单元包括第三电阻R3、第二电容C2，第一NMOS管Q1、第四
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电阻R4和第五电阻R5；所述第三电阻R3和第二电容C2并联后分别连接到第一NMOS管Q1的G

端和地端；所述第四电阻R4的两端分别与系统的取电高压正极和第一NMOS管Q1的D端相连

接；该第一NMOS管Q1的D端还与PMOS控制单元的第二PMOS管Q2的G端相连接；所述第五电阻

R5的两端分别与第一NMOS管Q1的S端和地端相连接。

[0023] 如图2所示，所述PMOS控制单元包括第二PMOS管Q2，该第二PMOS管Q2的S端和D端分

别串联到取电回路的正负电压端。

[0024] 需要强调的是，本发明所述的实施例是说明性的，而不是限定性的，因此本发明包

括并不限于具体实施方式中所述的实施例，凡是由本领域技术人员根据本发明的技术方案

得出的其他实施方式，同样属于本发明保护的范围。
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